
1 はじめに 

ZnTeは 2.26eVのバンドギャップをもつ直接遷移型半導

体であり，緑色 LEDの有望な材料である。ZnTeの p型ドー

パントとしては窒素，ヒ素，燐等が挙げられるが，ZnTeの緑

色 LEDの作製の際には燐が用いられた例が多い[1]。これ

まで，膜厚制御に有利で量産化に適した成長法として減圧

有機金属化学気相法に注目して，高品質な ZnTe膜の作

製条件を探ると共に一部燐ド－プ ZnTeエピ膜の特性を評

価してきた。そこで，本研究では減圧有機金属化学気相法

により幅広い成長条件下で作製された燐ド－プ ZnTeエピ

膜について，As-grown とアニ－ル処理後の燐ドープ ZnTe

エピ膜の電気的性質と光学的性質の特徴や両者の対応関

係などを探った。 

 

2 実験方法 

有機金属原料として(CH3)2Zn，(C2H5)2Te，さらにドーパ

ントとして(C2H6N)3P(以下，TDMAP と略す)を用いて，ガリ

ウムドープ ZnTe基板上に燐ドープ ZnTeエピ膜のホモエピ

タキシャル成長を行った。反応室圧力 500Torr と一定の下

で TDMAP供給量を 0～1.5μmol/minに変えたものと，

TDMAP供給量 0.5μmol/min と一定の下で反応室圧力を

100～760Torrに変えたものについて，アニール処理の有

無双方に対する電気的光学的性質を評価した。電気的性

質は，パウ法にて室温のキャリア密度等を評価し，オーミッ

ク電極としては Pd を用いた，光学的性質は低温のフォトル

ミネッセンススペクトルにて評価した。 

 

3 実験結果と考察 

図 1はアニール処理後の燐ドープZnTeの低温フォトルミ

ネッセンススペクトルの一例を示したものである。このサンプ

ルのキャリア密度は 1.87×1018cm-3であった。フォトルミネッ

センススペクトルには 2.365eV付近と 2.33eV付近にピーク

を有する 2つの発光帯によって特徴づけられる。後者のエ

ネルギーにピークをもつ発光帯は伝導帯と燐アクセプタ準

位間の遷移によるもの(FB)であり，前者のエネルギーにピ

ークをもつ発光帯は燐アクセプタに関係したエキシトン発

光(Ia)である。図 2は Iaのピークエネルギーとキャリア密度と

の関係を示したものである。TDMAP供給量を変えたものと

反応室圧力を変えたものをプロットしているが，成長条件に

よらず Iaのピークエネルギーとキャリア密度に強い相関があ

り，キャリア密度 3×1017cm-3を境に Iaのピークエネルギーの

キャリア密度依存性が大きく変化していることが分かる。こ

れはキャリア密度が高くなるとエキシトンが複数個の燐アク

セプタに束縛されるためであり，今回求められた Iaのピーク

エネルギーとキャリア密度の間の関係は，他の燐ドープ

ZnTeの電気的光学的性質の評価により，両特性の相関関

係を明らかにした。更に，Iaピークは見られず，FBによって

スペクトルが特徴づけられる膜では 1019cm-3に近い高キャリ

ア密度を有する p型 ZnTe膜が得られた。 

 

4 まとめ 

減圧有機金属化学気相法により作製された燐ドープ

ZnTeの電気的光学的性質の評価により，両特性の相関関

係を明らかにした。また，低い反応室圧力にてアニール処

理により 1019cm-3に近いキャリア密度が達成された。  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  Fig.1 Typical PL spectrum at 8.4K of P-doped ZnTe layer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Relationship between Ia peak energy and carrier 

concentration. 
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